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Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe,
ktérych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegblnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki,
miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki:

4 MATERIALY ELEKTRONICZNE - kwartalnik, zawiera artykuty problemowe, otwarty
jest réwniez dla autoréw z zewnatrz,

*  PRACE ITME -4-6 razy w roku, zawiera monografie, rozprawy
doktorskie i habilitacyjne pracownikéw ITME.

ITME oferuje réwniez profile tematyczne zawierajace selektywng i kompleksowg
informacj¢ naukowa i techniczng ze skomputeryzowanego banku danych “Materiaty
Elektroniczne BAZA”:

**  PROFILE TEMATYCZNE - 16-20 razy w roku, serwis informacyjny w postaci
opiséw bibliograficznych wyselekcjonowanych do-
kumentéw:

- Si i przyrzady z Si

- Zwiazki A"BY

- Pozostate materiaty pétprzewodnikowe

- Materiaty elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe

- Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podtoza

- Materiaty ceramiczne

- Szkta do zastosowan optycznych

- Materiaty kompozytowe

- Pasty do uktadéw hybrydowych

10 - Metalizacja i czyste metale

11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone

12 - Przyrzady z akustyczng falg powierzchniowa
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01-919 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel. 35-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl,
fax (+48 22) 34-90-03, E- mail: itme@frodo.nask.org.pl.

VOO WNHD WN -

Ponadto ITME wydaje:
##* KATALOGI I KARTY KATALOGOWE TECHNOLOGII, MATERIALOW, WY-
ROBOW I USLUG

Szczegétowych informacji udziela Dziat Marketingu - ITME (NM), ul. Wélczyfiska 133,
01-191 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel.: 34-97-30, fax: 34-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail:
itme@frodo.nask.org.pl.


mailto:itme@frodo.nask.org.pl
mailto:itme@frodo.nask.org.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

MATERIALY
ELEKTRONICZNE

KWARTALNIK

T. 22 - 1994 nr 3

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badan Naukowych

WARSZAWA ITME 1994



KOLEGIUM REDAKCYIJNE:

prof. dr hab. inz. Andrzej JELENSKI (redaktor naczelny)

doc. dr hab. inz. Pawet KAMINSKI (z-ca redaktora naczelnego)

prof. dr hab. inz. Andrzej JAKUBOWSKI, doc. dr hab. inz. Jan KOWALCZYK

doc. dr Zdzistaw LIBRANT, doc. dr hab. inz. Tadeusz LUKASIEWICZ

prof. dr hab. inz. Wiestaw MARCINIAK, prof. dr hab. inz. Wiadystaw K. WEOSINSKI
mgr Eleonora JABRZEMSKA (sekretarz redakcji)

Adres Redakciji:

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wélczyfiska 133, 01-919 Warszawa, e-Mail: itme4@frodo.nask.org.pl

tel. 3544 16 lub 35 30 41 w. 454 - redaktor naczelny
353041 w. 164 - z-ca redaktora naczelnego

353041 w. 129 - sekretarz redakcji

PL ISSN 0209 - 0058

Druk: Zaktad Poligraficzny J. Dymczak S. Prasek
Piastéw ul. Kottgtaja 10

Sktad i grafika komputerowa - ITME

mgr inz. Andrzej Karwize


mailto:itme4@frodo.nask.org.pl

SPIS TRESCI

ARTYKULY

Techniczne problemy krystalizacji metoda Czochralskiego
T. LUKASIEWICZ, Z. LUCZYNSKI, J. KISIELEWSKI ........................ 10

Wptyw zawartosci tlenu w atmosferze spiekania na przemiang C-T niesta-
bilizowanych ziaren dwutlenku cyrkonu rozproszonych w korundowe;j
matrycy- czg$¢ 11

H. TOMASTEWSIE (... o ovs ciiptiehsie s miiaieas oS et 5 L S 21

Wyznaczanie odpornosci na p¢kanie ceramiki korundowej i korundowo-
cyrkonowej metoda wprowadzania kontrolowanych peknigé wstgpnych
wgtebnikiem Vickersa

M.BORTEIE. L il e vinine i ssbiramiath it Bt bas s st s I I L e 34

Active fluoride glasses
P. STOERRANART . o i s S i S e i e 52

STRESZCZENIA WYSTAPIEN PRACOWNIKOW ITME NA
KONFERENCJACH

AMPERE WORKSHOP ON MAGNETIC RESONANCES AND
MICROWAVE ABSORPTION IN THE HIGH-Tc
SUPERCONDUCTING MATERIALS, Poznafi, Poland, 10-13/04.1994

P. Byszewski , R Jabiolisks, 18 . ADMMIOUR /... ciriiistavhonrassstvitbosbass s sosis 674
R Fabloiski, A FRIACIKOWEER ©..cooiicimiins s ssikisdmbintbbrogamsiabiionsti Tosh iy 78



ISSRNS’94 - 2nd INTERNATIONAL SCHOOL AND SYMPOSIUM ON
SYNCHROTRON RADIATION IN NATURAL SCIENCE, Jaszowiec,
Poland, 18-26/05.1994

M MooR. (AR, Lann. W. WASKREDOWEK] ..o oot csstmssissssssssanssssesacsassacesaeae 79

SPD - VII OGOLNOPOLSKIE SYMPOZJUM SYMULACJA
PROCESOW DYNAMICZNYCH, Polana Chochotowska, 13-17/06.1994

N ARG, B STCRHRIIRE . e s o i A asihessbseshbas b dasnbao buosananchs 80

XXXV KONWERSATORIUM KRYSTALOGRAFICZNE, Wroctaw,
Poland, 27-28/06.1994

o TR RS R s T T AT S SRR S NSRS T AR (e 81
T T AR R T T T L L N R S 83

8th CIMTEC-WORLD CERAMICS CONGRESS AND FORUM OF
NEW MATERIALS, Italy, Florence, 29/06-04/07.1994

e T o f e e Irscaias s BRGNS LV SR g aanssppasasspnmsarops 85
B R A i el L Ml B aiee pogs s sss apssacsonosngsssonsenas 86
2. MRt M Botieckt. W M. ROCKGD ......ccivncicisises soasisrssprecssararnsrarconte 87
O T I o etk vsdnstnneiosh ibmsans gormsasssbisastssesssosssnonnnoeas 88
B IR U RIS h.e o0 tsosnssangsciosdonsho shsnsestsssunssacsassonncnansasasss 89
A R AR TR R T T R AR T YL A 90
T I s P eessuscns okhornibiten b s SeretpL sdasassnerarsassanisarasaneen 91

ICEC’94 - THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ELECTRICAL CONTACTS, Nagoya, Japan, 04-09/07.1994

K KR T SORICHER . 0 TOVORNE Lilsnos tles ik Ghsdesdaiiun il o s oot svoavantvoson i 92
J. KOWAICZYK , . WBHE ... ccrpsicsnssinsssssmimoorsbibhvoionsiqibe deostosesh ihadsasiaonisases dvos. 93



INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF OPTICS, IMAGING AND
INSTRUMENTATION (POLARIZATION ANALYSIS AND
MEASUREMENT II), San Diego, California, USA. 24-29/07.1994

A L BU R R R R 95

ICM’94 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM
Warszawa, Poland, 22-26/08.1994

T. Graf, MEKopoeWiar., J. BROEER ... it omitmbal st bt tn tesisssissotnis 97
M. Kopeewicz, A. Grabias, P. NoWIekl......... o0 ot tiatog sihessomith sdosmss 98
M. Kopcewicz, B. Idzikowski, J. Kova¢, A. Wrzeciono..........cccceeeuenneee. 99
T. Stobiecki, NI Czapkiewicz, VL. KOPEOWICET ... iisiveadsirgsiosesssonrosasnstas 100

T. Stobiecki, F. Stobiecki, M. Kopcewicz, J. Jagielski, M. Czapkiewicz,
Ko RO & s L R R e o S il et 5 R e i il 101

KRONIKA ITME

Wyré6znienie w konkursie Mistrz Techniki Warszawa 1994 za
Filtry z akustyczng falg powierzchniowa (typy FT-389 i FTQ-385) dla
zastosowan w odbiornikach telewizyjnych ..........cccocvvviininiinininnnnnnne. 102

INFORMACJA O WAZNIEJSZYCH KONFERENCJACH, SEMINA-
RIACH, TARGACH, WYSTAWACH - 1995 r. 103




PL ISSN 0209-0058 MATERIALY ELEKTRONICZNE T.22-1994NR 3

T. Lukasiewicz, Z. Luczynski, J. Kisielewski

TECHNICAL PROBLEMS WITH CZOCHRALSKI METHOD
CRYSTALIZATION

Developing quickly electronic needs still new and higher quality of materials.
A lot of them in single crystals form are produced by Czochralski method. Quite
simple idea of Czochralski growth is in practice complicated process. Number of
factors should be kept with high accurancy to get suitable product. Important role
plays precise control of enviromental factors. Institute of Electronic Materials
Technology possess high standard Czochralski growth labolatory to research and
produce high quality electronic materials.

H. Tomaszewski

OXYGEN VACANCY CONCENTRATION - PHASE
COMPOSITION OF ZIRCONIA DISPERSED IN ALUMINA
MATRIX

Effect of oxygen content in sintering atmosphere on phase composition of
unstabilized zirconia grains dispersed in alumina matrix and mechanical properties
of alumina-zirconia ceramics was studied. As it was proved, appearance of
metastable cubic form of zirconia was a result of oxygen nonstoichiometry. Critical
oxygen vacancy concentrations for both metastable forms of zirconia were
estimated.
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M. Boniecki

DETERMINATION OF RESISTANCE ALUMINA AND ALUMINA-
ZIRCONIA CERAMICS USING CONTROLLED CRACKS FROM
VICKERS INDENTATIONS

This paper demonstraded that the crack-interface grain bridging is a basic
fracture resistance mechanism for alumina and alumina-zirconia cearamics.
R-curves for these ceramics were evaluated from strength-indentation load
relations and from numerically calculated values of internal thermal stresses.

P. Szczepanski

ACTIVE FLUORIDE GLASSES

Some properties of the active fluoride glasses are discussed. Glass compo-
sition and fabrication techniques are presented. Fluorescence transitions in rare
earthions in fluoride glasses are shown, which reveal a wide range of potential
applications of this kind of glasses in telecommunication systems, optoelectronics
and medicine. A material and device study for obtaining upconversion fibre laser
in visible spectrum range is presented in detail.
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T. Jlykamesuu, 3. Jlyunncku, fl. Kucnnescku

TEXHUYECKUE ITPOB.IEMbI BbIPAILIIBAHN
MOHOKPHUCTAJIOB METO/10M YOXPAJICKOI'O

B paGore o6cyxkneHbl TEXHOJIOMMYECKME NapaMeTphbl BAUAIOIIME HA KaueCTBO
MOHOKPUCTAJUIOB, moJiblueHHbiX MetonoM Yoxpanckoro. [Ipoananusuposano
BJIMAHUA I'Palu€HTa TEMNEpaTypbl, CKOPOCTU POCTA M TEPMUYECKOTO MOJIA Ha
CTPYKTYPHOE COBEPIIEHCTBO KPHUCTAJJIOB MOJIYYEHHBIX B JabosaTopuu um.
fl. Youxpanbckoro.

X. Tomaescku

BJIMAHUE KUCJIOPOJIA B ATMOC®DEPE HA (> A3OBbIN
COCTAB OKCUJIA LHMPKOHUA CIUCIEPT'MPOBAHHOI'O
B KOPYHIOBOU MATPULIE

B paGore uccrnenoBano BiMAHME KUCJOpoaa B aTtMocdepe crnekaHus Ha
(a30Bblii cOCTaB HECTAOMIM3UPOBAHHBIX 3EPEH OKCUIA UMPKOHUA CIAMCHEp-
F'MPOBAHHBIX B KOPYHIOBOM MaTpUlLle U MEXaHUMYECKHE CBOVCTBA KOPYHIOBO-IMP-
konueBoit kepamuku. [losBnenne meracraOuiabHON KyOuueckoit MOIUdUKaLnm
OKCHUIAQ LHUPKOHUA ABJIAETCA PE3yJbTaTOM KMCJIOPOIHON HECTEXMOMETPUU 3TOTO
okcuna. Onpenenenbl KpUTUIECKHE KOHIIEHTPAIMK BaKaHCHIl 1J1A KyOuueckoii
1 TeTparoHajbHON (a3 okcuua.
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M. bouneuku

OIPE/IEJIEHUE P-KPUBBIX B KEPAMUKAX
3 ALN, u ALN, - ZrO, C [IOMOILIbIO METO/IA BBE/IEHUA
KOHTPOJIMPOBAHHBIX TPELLIMH MHIEHTOPOM BUKKEPCA

B cratbe nokaszaHo, 4YTO OCHOBHBIM MEXaHU3MOM TPEUIMHOCTONUKOCTH
MCCIIEIOBAHHBIX KEpaMUK OKa3biBaeTCs MOCTMKOBbI Mexanusm. Ha ocHose
M3MepeHus MPOYHOCTH 00OPa3loOB B 3aBUCMMOCTU OT 1JIMH BBOIMMBIX HHIEHTOPOM
Bukkepca Tpeumud u onpenesienus YMIJIEHHbIM METOI0M 3HAY€HUI1 BHY TPEHHUX
TEPMUYECKUX HAMPAXKEHNU BbIYMCIEHbI KPUBbIe P MccienoBaHHbIX KepamuK.

[1. Illenanckuit

AKTUBHBIE @ TOPCO/IEPXKALLME CTEKJIA

B paGore paccmatpuBaloTCA HEKOTOPbIE CBOMCTBA aKTUBHBIX (TOPCO-
nepxamux crékos.  [lpencrasinenbl COCTaB CTEKOJ U TEXHOJIOTUA UX MOJYYEHHUA.
[Toka3zanel JiyopeciueHTHbie Nepexoibl B MOHAX PelKO3eMebHbIX 3JIeMEHTOB BO
(ropconepxamux CTEKIAX, YTO 3HAUYUTENILHO PAaCIIMPAET KPYr BO3MOXKHBIX
NPUMEHEHUI ITOTO TUNA CTEKOJI B CUCTEMax CBA3M, ONTO3JIEKTPOHUKU U MEIu-
unnbl. [lonpo6GHO onucaubl MaTepua U UccienoBaTeabckoe 060pynoBaHue s
10J1yYeHUs BOJIOKOHHBIX JIa3epoB, pab0TalOMWMX B BUIMMOB 00J1aCTH CNEKTpa.



Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosi: autor6w o nadsytanie artykutéw
zapisanych na no$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowa¢ si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionkg o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjna interlinia, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekraczaé 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢é umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac¢ si¢ nastgpujace elementy: z lewej stro-
ny u géry artykutu tytul naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na $rodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U gbry kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowaé Zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje sig, ze zataczone zdjecia i rysunki stanowia wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stepujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut, nazwe
miejsce wydania, nazwe wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykulu nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kamifiski P., Strupifiski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Migdzynarodowv Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;.
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Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych jest ||
prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie ||
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciata stalego, a w szczegélnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernichwa |
oraz efe?dywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie
wynikéw badan i prac do wdrozen w praktyce.

Dziatalnoéé Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie ||
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryjnej
produkcji materiatéw dla elektroniki, telekomunikacii, energe ki, rolnictwa 1|
i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami 1|
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje sie dzialalnos¢ ITME sa: matericly
piprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP, GaP

= 1 || InP), materialy elekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CaF,, LINbO,, liTa©,, kwarc),
podioza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrLaAlO v SrlaGaO, )
materialy ceramiczne (na bazie ALQ, i Zr0,)), szkla optyczne i techniczne,
swiatowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujocz

i oporowe), czyste mefale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczalniki.

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pétprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uktady scalone, filiry z akustycznq falq powierzchniowq. i

Instytut Technologii Materialéw Elekironicznych wydaje dwa czasopisma |
naukowe: kwartalnik “Materialy Elektroniczne”, w ktérym publikowane sq artykuty
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace [TME” - zawierajgce monogrofie,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyijne. J:






